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.Spos()b usuwania tlenkéw z okreSlonych miejsc powierzchni
polprzewodnikow

Patent trwa od dnia 24 maja 1961 r.

W procesie produkcji elementéw poélprzewod-
nikowych takich jak dicdy, tranzystery, struk-
tury n-p-n-p (p-m-p-n) i innych wylkorzystuje si¢
dyfuzje domieszek do wytwarzania zlgcz w wyj-

. Sciowym materiale. W\gmienﬁone elementy wy-
rmagajg przymnajmniej jednego zlgcza p-n (n-p)
lub bardziej "zlozonej struktury (np. m-p-n w
tranzystorze).

- Proces dyfuzji w1elokro*ne1 jest jedng z me-
tod umozhwiaaaca ofrzymanie takich struktur.
Po przeprowadzeniu dyfuzji jednej domieszki
z fazy gazowej ‘do plytki pélprzewodnika (ger-
mamowego, krzemowego lub innych), powierzch-
" pie dch s catkowicie utlenione. Nastgpnie ze
écisle okreslonych miejsc powierzchni, np. prze-
znaczonych mna emiter, usuwa si¢ tlcnek, co
umozliwia prawidlowy przebieg dyfuzji dru-
ciej dornieszii. '

*) Wlasciciel patentu o$wiadczyl, ze Wspél-
twércami wynalazku sg mgr Herbert Czichon
i mgr. Andrzej Kobendza.

Tlenki usuwa si¢ naogél! przez trawienie w.
roztworach fluorowodorv. Czesci - powierzchni
tlenkéw zabezpiecza sie za pomocg woskéw lub
lakieréw maskujacych i odsloniete miejsca tra-
wi roztworem fluorowodoru. Sposéb ten nie po-
zwala jednak na otrzymanie rysunkéw o .okres-
lonym ksztalcie i o ostrych, ré6wnych brzegach.
Przy matych wymiarach rysunku nie daje on
pozgdanych rezullatéw.

Wedlug wynalazku zasfosowano spoﬂb foto-
chemicznego maskowania. Polega on pa pokry-
waniu plytek polprzewodnikowyca clemulkq
warstwa emulsji $wiatloczulej, w sktad ktére)
wichodzi polialkohol winylowy, dwuchromian
amonu i substancje zwilzajgce, np. nekalina.
Nastepnie pilytke naswietla si¢ poprzez nega-
tyw i nienaswietlone czgéci emulsji wymywa
za pomoca wody. Kontrole wywolania przepto-
wadza si¢ przez barwienie emulsji w jednym
z roztworéw: erytozyny, safraniny lub b!ekitu
bezposredniego 3B. )

Potem emulsje hartuje sie w roztworze kwa-



gu chromowego o stezeniu 50 g/l, albo w roz-
twotze zywic fenolo-formaldehydowo: siarczyno-
wych. W ocelu zwiekszenia kwasoodpornosci
emulsji, plytki po hartowaniu w kwasie chro-
mowym Wwygrzewa sie przez okolo 15 minut
w temperafurze 150—200°C, a po Lartowaniu
w roztworze zywiey fenolowo-formaldehydowo-
-siarczynowej — w temperaiurze 220—300°C.

Tak przygotowane plytki trawi sie w roztwo-
‘rze fluorowodoru, do ktérego dodano fluorek
amonu. do nasycenia w celu zmniejszenia dy-
fuzji wody w warstwe emulsji. W miejscach
odslonietych rozpuszcza sie tlenek i otrzymuje
sie czysta powierzchnie pélprzewodnika. Pozo-
stala warstwe emulsji usuwa sig¢ przez podgrze-

wanije plytek w roztworze kwasu cukrowego,

szczawiowego lub winowego o stezeniu 30—100 g/1.

Sposéb fotochemicznego maskowania umozli-
wia” wytrawienie tlenkow ze $cisle ofireslonych
rysunkow, dzieki czemu moze byé stosowany

przy produkeji wymienionych elemeniéw poi-
przewodnikowych,

Zastrzezenie patentowe

Sposéb usuwania tlenkéw z okresionych miejsc
potprzewodnikéw, znamienny tymn, ze plytke po-
krywa sie warstwg Swiatloczulg, w sklad ktére;j
vrchodzi polialkohol winylowy i dwuchromian
amonu, naswietla sie poprzez negatyw, wywo-
Juje miejsca nienaswietlone, a pozostale czesei
bharwi, hartuje i wygrzewa. po czym trawi sie
w roztworach zawierajgcych oprécz filuorowo-
doru — fluorek amonu, a nastepnie po przetra-
wieniu tlenkow — usuwa sie pozostale czeSci
emulsji przez podgrzewanie w rozlowrze kwasu
cukrowego, szczawiowego lub winowego.
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